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はじめに Si フォトニクスを活用した量子光回路の構築は、大規模化・高機能化の観点から極め

て有望である 1。スケーラブルな光量子情報処理を Si 上で実現する上で、決定論的に動作可能な

固体量子光源の集積は重要な課題の 1 つである。そこで我々は、転写プリント法を用いた量子ド

ット(QD)光源 2の Si 上ハイブリッド集積を進めており、既に 1.15 μm 帯 InAs/GaAs QD による Si

上単一光子源を実証している 3。一方、Siフォトニクスの光機能を最大限活用するためには、同系

における素子開発が成熟した O～C バンドで発光する QD を用いることが望ましい 4。そこで今

回、同波長帯で発光する InAs/InP QD 光源を Si-CMOS 光回路上へ転写プリント法により集積し、

単一光子発生と導波路伝搬の観測に成功したので報告する。 

実験 Si導波路は CMOSファウンドリサービスを通じて作製した。その上に、InAs QD を内包す

る InPフォトニック結晶ナノビーム共振器を位置制御しつつ転写プリントして試料を作製した(図

1(a))。作製試料に対して低温顕微分光法(7 K)による光学特性評価を行った。共振器を励起しつつ

出力ポートから測定したスペクトル(図 1(b))において、共振器モード(1436.2 nm)に結合した明瞭な

QD 発光が観測され、QD発光の導波路結合が認められた。次に同 QD 発光に対する時間分解発光

測定を行ったところ、Purcell効果に由来する発光レートの促進が確認された(図 1(c))。本試料にお

ける QD-導波路間の結合効率は 82%と見積もった。さらに同 QD 発光に対して測定した強度相関

関数(図 1(d))から作製試料における単一光子の発生を確認した。その他詳細は当日報告する。 
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FIG. 1. (a) Microscope image of the fabricated device. (b) PL spectrum measured at the output port.  
(c)Time-resolved PL spectrum measured for the QD peak. (d) Measured second-order coherence function. 
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